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(57)摘要

本发明公开了一种不同尺寸异质材料混合

集成的方法，属于半导体制造领域，该方法通过

使用模具完成2英寸晶圆与8英寸晶圆的键合，同

时利用机械对准方式与光学对准方式相结合，完

成两次键合工艺，在键合工艺之间使用8英寸生

产机台进行光刻等工艺，实现不同尺寸异质材料

的混合集成，并可以保证对准精度。
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1.一种不同尺寸异质材料混合集成的方法，其特征在于，包括如下步骤，且以下步骤顺

次进行：

步骤一、取2英寸晶圆装于设置在模具中部的切割孔内，取一片8英寸晶圆作为8英寸支

撑晶圆；

步骤二、将载有2英寸晶圆的模具作为底部晶圆，8英寸支撑晶圆作为顶部晶圆，传入晶

圆键合机台中，完成键合2英寸晶圆与8英寸支撑晶圆的预键合，得到键合晶圆Ⅰ；

步骤三、将键合晶圆Ⅰ与模具分离；

步骤四、利用晶圆减薄机将键合晶圆Ⅰ上的2英寸晶圆减薄至50μm～200μm；

步骤五、利用8英寸半导体生产设备在键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆上制作电路，同时在8

英寸支撑晶圆上制作对准标记；

步骤六、取另一片8英寸晶圆，在其上制作电路和对准标记，得到8英寸器件晶圆，8英寸

器件晶圆的电路与设置在2英寸晶圆上的电路匹配，8英寸器件晶圆的对准标记与8英寸支

撑晶圆上的对准标记匹配；

步骤七、将8英寸器件晶圆的键合面与键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆侧对应，通过键合机台

完成光学对准并键合，得到键合晶圆Ⅱ；

步骤八、对键合晶圆Ⅱ的8英寸支撑晶圆侧进行减薄，将8英寸支撑晶圆完全去除；

步骤九、将2英寸晶圆减薄至10μm～25μm，至此完成2英寸晶圆与8英寸器件晶圆的混合

集成。

2.根据权利要求1所述的一种不同尺寸异质材料混合集成的方法，其特征在于：所述模

具所采用的材料为陶瓷。
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一种不同尺寸异质材料混合集成的方法

技术领域

[0001] 本发明属于半导体制造领域，具体涉及一种不同尺寸异质材料混合集成的方法。

背景技术

[0002] 近年来，晶圆直接键合技术的提出为半导体生产制造提供了新的思路，在微机电

系统(Micro‑Electro‑Mechanical  Systems，MEMS)，背照式图像传感器(Back‑side  illμ

mination  CMOS  imagine  sensor,BSI‑CIS)等领域，都有着广泛的应用。

[0003] 硅的禁带宽度为1.12ev，对应的光谱相应范围是300μm‑1200μm，在光电探测及成

像领域往往还需要对更宽普段的光信号进行分析，结合不同材料的光电响应特性制造光电

器件成为一种新的方式。如锗的禁带宽度比硅低0.46ev，锗的空穴迁移率是硅的4倍；利用

砷化镓做为传感器光信号的输入端，利用硅制作传感器的电路部分，可以更好的发挥两种

材料性质，但由于半导体材料的限制，一些半导体材料如锗，砷化镓晶圆还不能得到完美的

8英寸晶圆，常见的规格是2英寸，无法使用机台完成2英寸砷化镓或锗晶圆与8英寸硅晶圆

键合，现有方式为降低硅晶圆尺寸，使用小尺寸设备对晶圆进行加工。随着半导体技术的发

展，大尺寸晶圆逐渐成为主流，半导体生产设备也趋向为大尺寸晶圆进行设计，同时现有小

尺寸设备存在颗粒度难以控制，线宽不足等问题，为了充分利用特殊材料与硅材料各自的

特性，以达到拓展半导体应用领域，同时考虑技术可行性，成本等因素，现有技术中亟需提

出一种新的技术方案解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是：针对2英寸晶圆与8英寸晶圆因尺寸上的差异无法

使用现有机台完成直接键合，虽可以使用手动键合方式，但手动方式很难达到对键合界面

孔洞和键合精度的控制的问题，提供一种不同尺寸异质材料混合集成的方法，用于实现2英

寸晶圆与8英寸晶圆的键合。

[0005] 本发明为解决上述技术问题采用的技术方案是：一种不同尺寸异质材料混合集成

的方法，其特征在于，包括如下步骤，且以下步骤顺次进行：

[0006] 步骤一、取2英寸晶圆装于设置在模具中部的切割孔内，取一片8英寸晶圆作为8英

寸支撑晶圆；

[0007] 步骤二、将载有2英寸晶圆的模具作为底部晶圆，8英寸支撑晶圆作为顶部晶圆，传

入晶圆键合机台中，完成键合2英寸晶圆与8英寸支撑晶圆的预键合，得到键合晶圆Ⅰ；

[0008] 步骤三、将键合晶圆Ⅰ与模具分离；

[0009] 步骤四、利用晶圆减薄机将键合晶圆Ⅰ上的2英寸晶圆减薄至50μm～200 μm；

[0010] 步骤五、利用8英寸半导体生产设备在键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆上制作电路，同时

在8英寸支撑晶圆上制作对准标记；

[0011] 步骤六、取另一片8英寸晶圆，在其上制作电路和对准标记，得到8英寸器件晶圆，8

英寸器件晶圆的电路与设置在2英寸晶圆上的电路匹配，8英寸器件晶圆的对准标记与8英
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寸支撑晶圆上的对准标记匹配；

[0012] 步骤七、将8英寸器件晶圆的键合面与键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆侧对应，通过键合

机台完成光学对准并键合，得到键合晶圆Ⅱ；

[0013] 步骤八、对键合晶圆Ⅱ的8英寸支撑晶圆侧进行减薄，将8英寸支撑晶圆完全去除；

[0014] 步骤九、将2英寸晶圆减薄至10μm～25μm，至此完成2英寸晶圆与8英寸器件晶圆的

混合集成。

[0015] 优选地，所述模具所采用的材料为陶瓷。

[0016] 通过上述设计方案，本发明可以带来如下有益效果：本发明提出的一种不同尺寸

异质材料混合集成的方法，解决了2英寸晶圆与8英寸晶圆的键合问题，可以使现有不能实

现大尺寸晶圆生产的材料更好的应用在半导体器件领域，大幅降低研发与生产成本。同时

利用机械式对准方式与光学对准方式相结合，完成两次键合工艺，在键合工艺之间使用8英

寸生产机台进行光刻等工艺，实现不同尺寸异质材料的混合集成，并可以保证对准精度。

附图说明

[0017] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发

明示意性实施例及其说明用于理解本发明，并不构成本发明的不当限定，在附图中：

[0018] 图1为本发明所提出的不同尺寸异质材料混合集成的方法使用的模具俯视图。

[0019] 图2为本发明所提出的不同尺寸异质材料混合集成的方法使用的模具截面图。

[0020] 图3为完成机械对准的键合晶圆Ⅰ示意图。

[0021] 图4为完成电路制作的键合晶圆Ⅰ示意图。

[0022] 图5为完成电路制作的8英寸器件晶圆。

[0023] 图6为完成光学对准键合的键合晶圆Ⅱ示意图。

[0024] 图7为完成减薄后的键合晶圆Ⅱ示意图。

[0025] 图中各标记如下：1‑模具；2‑2英寸晶圆；3‑8英寸支撑晶圆；4‑8英寸器件晶圆。

具体实施方式

[0026] 为了更清楚地说明本发明，下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说

明。本领域技术人员应当理解。下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的。为了避免

混淆本发明的实质，公知的方法和过程并没有详细的叙述。

[0027] 本发明旨在通过使用模具完成2英寸晶圆与8英寸晶圆的键合，如图1、图  2、图3、

图4、图5、图6及图7所示，一种不同尺寸异质材料混合集成的方法包括如下步骤，且以下步

骤顺次进行：

[0028] 步骤一、取2英寸晶圆2装于开设在模具1中部的切割孔内，模具1所采用的材料为

陶瓷，取一片8英寸晶圆作为8英寸支撑晶圆3；

[0029] 步骤二、将载有2英寸晶圆2的模具1作为底部晶圆，8英寸支撑晶圆3作为顶部晶

圆，传入晶圆键合机台中，完成键合；

[0030] 步骤三、使用刀片，插入上述键合后模具1与8英寸支撑晶圆3之间；

[0031] 步骤四、取下顶部8英寸支撑晶圆3，此时2英寸晶圆2已完成与8英寸支撑晶圆3的

预键合，得到键合晶圆Ⅰ；
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[0032] 步骤五、利用晶圆减薄机将键合晶圆Ⅰ上的2英寸晶圆减薄至50μm～200 μm；

[0033] 步骤六、利用8英寸半导体生产设备在键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆2上制作电路，同

时在8英寸支撑晶圆3上制作对准标记；

[0034] 步骤七、取另一片8英寸晶圆，在其上制作电路和对准标记，得到8英寸器件晶圆4，

8英寸器件晶圆4的电路与设置在2英寸晶圆2上的电路匹配，8  英寸器件晶圆4的对准标记

与8英寸支撑晶圆3上的对准标记匹配；

[0035] 步骤八、将8英寸器件晶圆4的键合面与键合晶圆Ⅰ中的2英寸晶圆侧对应，通过键

合机台完成光学对准并键合，得到键合晶圆Ⅱ；

[0036] 步骤九、对键合晶圆Ⅱ的8英寸支撑晶圆侧进行减薄，将8英寸支撑晶圆  3完全去

除；

[0037] 步骤十、对2英寸晶圆2继续减薄至10μm～25μm，至此完成2英寸晶圆  2与8英寸器

件晶圆4的混合集成，减薄步骤，后续生产均可使用8英寸晶圆设备进行，并最终完成整体器

件制作。
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